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著者は， HgTe 及び Hgl-xCdxTe合金の遠赤外帯間磁気光吸収を Photon energy 4 me V ~40me V の
遠赤外光( non-polarized light )を使い，磁場sweep (0 ~60kOe) ， Faraday Configuration の形で測定し，
その F 点付近に於ける帯構造を明らかにした。 Hgl-xCdxTe 合金は，半金属側での磁気光吸へと Cdの
割合によって，選移する注目すべき物質であり，興味がある。特に，半金属側での磁気光吸収を測定
する事によって，電子的な磁気レベルについて，新しい知見を得る事が出来た。
従来，この Hgl-xCdxTe 混品系の Magneto-Optics は， HgTe を除いて，測定例がほとんどなく，そ
の電子的磁気帯構造についても伝導帯がInSb でなされた】(ane model によって説明され得るという以
外価電子帯については，ほとんど知られていな Po
一方， HgTe については，最近多くの研究者達によって価電子帯の構造が明らかにされつつある。
Hgl-xCdxTe の実験が少ない大きな理由は， HgTe に比べてその結晶の均一性が得がたいこと freecaｭ
E・rier 吸収が大きい事から，光吸収の実験の為には，その電子濃度を低くする必要があるだけでなく，
Hg-x Ccl Te 混品系の結晶作成が水銀の蒸気圧が高い為の爆発の危険の為に非常に困難な事にあった。
サンプルは，ブリッジマン法によって Hgl-xCdxTe の単結晶を作成し，その後30~40 日間に及ぶ慎
重な熱処理によって均一性の高い，且つ低不純物濃度の結晶を得る事が出来，特に半金属領域での数
種( x 二 0.0 ， 0.07 , 0.126 , 0 .148etc. )の Sample についての帯間磁気光吸収を初めて測定する事が出来
た。






そこで著者は，この 2 つの理論を同時に取り入れる様な 8 行 8 列の有効質量ハミルトニアンを導入
する事によって， Hgl -xCdx T e 混晶系を一つの理論で、取扱った。
実験とこの理論による計算との比較は， optim um fi t の方法によって行なった。
その結果， Hgl-xCdx の少くとも半金属領域の混品系では， 8 X 8 有効質量理論による新しい
Luttinger パラメーターが Cd の mole fraction X の変化によらず，一定の値を取る事が見い出された。
この計算によると，この一定の新しい Luttinger パラメーターを取る事により， X の変化即ち，こ
の系のエネルギーギャップの変化に従って，日伝導帯のエネギーが Luttinger 理論の磁場に対する直
線的な変化から， Kane model の non-parabolic な変化に変って行き，いわゆる量子効果と non-para­
bolic 効果が同時に考慮されている事が示される。
又この結果は， HgTe でなされた最近の多くの実験事実とも良い一致が見られた。
この新しく見い出された New Luttinger パラメーターは， γ1=5.2 ， γ2=1.0 ， Y3=1.8 , 
X: = -0.2 である。
又，磁気エネルギーレベルの計算のみならず base になる波動関数のまぎりの度合を， 8 行 8 列(実
際は 2 つの 4 行 4 列の行列)の Hermitian Matrix の対角化の際に，計算する事によって，許容遷移ムn






その半金属側において， 4 me V -40me Vの遠赤外領域で， 0 ~60kOe の磁場下で光吸収を測定した。
この合金は製造が困難で、あるため，これまで HgTe をのぞいてはほとんどこの種の研究はなかった。同
君は，良質の合金結品を種々の混合比で作って実験を行うと共に，新らしい理論考察を行って実験を
解析した。従来， HgTe では Luttiner による実効質量ハミルトニアンによって解析されたが，半金属
一半導体の転移点附近の合金ではこの解析ではこの解析では不充分で、， 8 行 8 列のマトリックスによ
るハミルトニアンを用いた。その結果，種々の割合の合金の帯構造は新らしい同一の Luttinger parｭ
ameter Yl! Y2, Y3, "1 とバンドギャッフ。Eg およびモーメンタムマトリックス要素P で完全に記述で
きることを見出した O このように本論文は，この種の化合物半導体の研究に大きな進歩をもたらした
もので，学位論文に値するものと考える。
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